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~type |on generatrng electrode 11 and an ion extracti ng electrode 12. 50
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Urther, an Introduction hole Ephqugygggphere gas is. nDunted on the = v
tchanber 1. Description.is now made on the procedure for carrying out. the
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for eaaoth TExXEabie| 2calsorstiews prineipat filmeforingchionditions and\thet hmgqmura%'&t #nd 1T ccnh Examplehout -
.applldhtlon of the oxygen on beam Fil mfornmi ng conditions of. respectrve
‘Exanples are |isted in Tables. 10 Exanple 1 The substrate 3 and .the . B
-d pdsrtron source 2 were nounted in the chanber 1,. mhrch was- then’ evacuated-
_ .67-x [err] Pa (2 x [err] Torr). to i ntroduce” 02 gas of 6.67 Xx. Ferr]=Pa
7(5 0 X [err] Torr)The 15 ion source 10 was al so evacuated to 4.0 Xx [er ¢
‘(37X 10 Torr). to i ntroduce [err] gas of* 6.67 x [err] Pa (5 X [err]
FOTL) T “The substrate 3 was heated up to 600 [efr] to Staft deposTtTon The
“deposrtron source 2 was - - - heated Bby-the-el ectron gun 3, -and drscharg”
vol tage-of 1.1 kV and accel eration vol tage of 1.0 kV were flrst appli-ed-to-
thewon: source 10.- The deposition source-2.was - prepared by ~a-[ err}-sinptered:
ck, .whi.ch was obtained by mixing [err] and [err] -in the ol e ratio. Y/.Ba’
‘d2, m xi.ng CuO by 10 wt. % i n excess .of -an anount for .attaining the nDle
atio.1:2:3 between Y, Ba and Cu and sintering the. m xed subst ahce -at -
50[err] C. The substrate 5 was prepared by: an. NgC)nDnocrystaI substratel
he’ (001) pl ane of which was enpl oyed, as a frlntfornlng surface.. "; Afilr
_iforned at a filmfornming rate of about 5nm'S (0.50 A/sec) to be in;
¥kness of 1 [err] by contrnuously changrng t he di schar ge voItage and
el-eration voItage of the ion source 10 from0.8 to 1.3 25 kVand from-
m5 to 2 kV respectively while changing intensity of the oxygen ion beam. .
“a sanple was prepared to measure resistance of the thin filmthus N
nglned by forming a pair of Al electrodes .on both erid portions of. the
hra filmformed on the substrate 5 by vacuuntdepltlon nd sol deri'ng 1 ead
‘wi-Tes to the Al electrodes. The sanple was dipped in liquid -heliumin a -
.cryostat and tenporarily cooled to 8 Kto confirmtransition 30 to a
Super.conducting 'state. Then the sanple was gradually heated by a cheater,.
t.hegeby. to measure a tenperature [err]at which the sanple started to lose:
super.conductivity and present electric resistance,and a tenperature:[erry
at--whi ch the sanple conpletey |ost superconductivity to present electric -- . :
resistance simlarly to a nornmal state. _
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SRS has been proved by these Examples that crystal’ structure and oxygen conoentratlon of a thm film can
"55 be ‘properly controlled by ‘application of the O ion beam, _to form an oxide superconductmg thin’ film of
excellent properties. ,

"~ Although the present invention has been described and ﬂlustrated in detall itis clearly understood that
-‘the same is by way of ||Iustration and example only and is not to be taken by way of llmitat(on R
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"?A met hod in accordance wi.th claim1, wherein said oxygen ion beam is

"co_rrposed by 0 and/or 02 ions. 3. A nmethod in accordance | “ _
wherei'n said i on beam s producgdobgggaggmn source provr m Iﬂlﬂl“ﬂ “'““l r
“separat el y exhaustibl e evacuation neans.” 4. “A- imet-hod #i'n accordahce®with *

.claim1l, wherein said ion beam. s produced by a:col.d cathode type io
'sour.ce. CIaJo's 5. A method in accordance with clai m 1, wher ein. oXygen  ga
fiows through an ion source at a pressure ranging from 2.27:x 10[ef
-.--‘-1~1 ‘Pal-(-A.methed 0 peparing @ dhis film of surgregndpgips gompesed A ?P@tpﬁw oxide e eupamendus- wr, h"
ci.,a-r m 1 widly f H"’§ ek t@ncesebarmxrgen;ﬂe%meeanmsuawareoﬁ) E‘bﬂﬁ'yé@a'vmli’% H’°Ii’°§'t'°" :‘_, '
ctuft ed BLMMIAUE Wg?"?i s“Pﬁ‘ Shsajd sutstate

CQF: dancém\/ﬁ"t‘ﬁ f’ top 1 o | 3:1‘ - %“’@MW °§“°§'2,‘g ‘?"eq’%t’teéh'(;d ns‘
e oot Wl e il oo aevrgf i ety ” D “W‘%dte °s'g?nature
T angj,ng from 30 230 to 1,410[err] durr ng the deposi ti on of - evaporated
particles Al RAERGR accrdadte it R 1w EPEG Gon"ibr: Boafil iBicBhdosed BE DBl B - -
: hysr cal :yagor deposition is carried-out In an atnosphere containing oxygen '
gas .having a partial pressure ranging from-1, 33 x 10[err]to 1.33 Pa (1.0
10[ err]a.t @ motddn aéordante it claikiO1, whergM sl Gbni uaa:awmdiam@ ai ibrsdistca ipPovidied -
wher @i n S&Itldse@hl’hﬁl&hﬂia&sﬂblée@cmamwﬁst al "of MyO or [erf].11. A néthod in’ " %3
"...accordance with claim10, wherein the evaporated particles are deposited on,
>.a (001)%] Arestiofl insadcordance ot giginat, wherdin sgid e bbravu isi produced diy dcneldesathpdet fypst ien. m 10 N
< wherein t parevapor at ed partrcl es are deposited on a (110) pl ane of said - -
:manocrystal 13. A nethod in accordance w-th . claim3a, wherein_ said thin:.:
£4 | nolR af‘d’%ﬁﬂmf’é" H§§d’" Flaim b _Pﬁma'sgasg!er'd@'%dwm@" a""{‘@rﬁ%ﬂﬁs?”{ﬂt
'e" ~esent, ?dg'%f'%%zﬁ’érferaﬂ“ﬂcﬁanm FPQ\N&?T d°%%8t ands for an el enert...,

.selecte fro errodrc ta an e
R i'rga o i pl M bucd ok Yo A oSBT Bl 1 56 s B
..eIe nt [err 395 190 el'ect-ed” from a group corrprrsrng Ib
11by I I3 b f | [ at I o
of fer rt o ?ﬁé@%g%{ﬁ&%vﬂ@%q i 484 o2 Bl o i Yy a‘f‘ﬁ
ferri 0.9, z are respective atomc .ratios vvrth respect to the
m ;-_-sr afl rﬁbtt%fi n( &fo6r}1ad651 Wi cliifh 1 WAGHBIA S4i@ Subkteatd e hesistab, attanpbraﬁj?éiraﬁ@ﬁg f&frﬂ/
iG@sS" 61 280 16 1[460°1C] duying 186 Bdpositiod oaadpolatéderaﬂ-}ﬂeim{a@w] 5 Tespecti velry.”
t.hod. in accordance with claim 13, wherein said thin fiilm obt ai ned |s
onposesl af methagioinprocndhneax withe cllian/i n@eamcbenptusichlr aporr depostion s airrddyout firean.
ieral f etmosdhare contaifify Gy@RJ29bBiInB R partial pressure. ranging from 1,33 x’ 107° t0 1.33 Pa (1D x . |_
_._'..'iis-:.'.'._'...*W‘értq]ﬂxnﬂ'\’k’,t’l‘p'c)h Ln stands for at: Ieast one el ements sel ected: from.
a-gr#up conprising Y, La, Nd, Sm Eu, Gd, Dy, Ho m -and Yb, .and x is-a . .
mber Watinsthod Hbﬂ°8°’?'a&%‘é“hcﬁa'm # Whorgin sald supstrate ‘SA "P?E?W‘ ‘i"r't"gé’c‘tf Sfence with
ai-m:13, wherein said thin filmobtained is conﬁ)osed ge $ ng@gnd oxi de-
avi-ng 4. % '"tgt?rc??fd‘?"&?)\’"g‘sw &% Wogreln e eynqeted Paidies AR P @ ©BIPIEG ch

stands s§l and x is a nunber satisfying a range of. .0 <. x.<1l..
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13. A method in ‘accordance with claim 1, wherem said thin film obtained is composed of a compound’
oxrde having a composition represented by the general formula:

: (aiéxﬂx)")'yoz

... . in-which a stands for an-element selected from lla group of the periodic table, an element 8 stands for
" an element selected from llla group of the periodic table and an element ~ stands for an element
~ selected from a group comprising Ib, (ib, {iib, {Va and Viita group of the periodic tabls, x is an atomic
ratio of 8 with respect to {« + g).and satisfies a range of 0.1 S x £.0.9, and y and z are respective
- atomic ratios . with-respect to the atomic ratio of (a4 xﬁx) ‘which is consrdered to. be equal to 1 and '
..-gatisfy ranges of 0.4 Sy $30and 15255 respectively ' .

e _-5-f1'§i'_ A method in accordance with claim 13, wherein said thin film obtamed is composed of a compound :
s o oxide havmg a composition represented by the general formula: :
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‘oxide having a conposition represented by the gener al for ;
\'r\/nrch [err] stands foor Bi or Tl [err] stands for Sr when | wumrlm rﬂjll
ands: for Ba when. is T, rgrgdezesg®1 nunbers -each sati
err] mlerr] 10 and 4 [err] n [err] 8 respectlvely p= (6+mtn), q |s a.
r-n,_nb'er ‘which satisfies a range of 0 < gq.< 1, and ris. a nunber. whi:ch. -
ti-5fi-d8BCpdhge of -2[err] rlerr] +2. 17. A et Hod .i-f. accor dancé.,
ai-m: 16,. wherein sal d th| n filmobtained is-con osed of ‘a econmpound |
,hew ng dn &’B‘ﬁ"pHé "°I°r'?“WPFF @pjegted;from-a ﬂ%ﬂ?t?é‘?""’?&'ﬂ Vskay Neg® Euefhe - of
| LE"e]"?]E“ f‘a"fgb 'd‘"]bﬁ’séﬁsé’d}g(fa{mg@°(/\?fﬁ< tai m 16, wherei.n said.:t

S co osed qf 0un i.de - havi 0siti o
_ J? %‘h‘" oo r%t ﬁrﬁ‘i C‘%F g iR i 8865 0 it LR
at ent ans T Ceng |5°'?p°f“°"r°p'°s° 7 reH“ zurn Her stell en si nes dOnnen”
al: eI “x)z zusarrrrengesetzt aus. zusanrrengesetztem 0)(1d ~dessen_
ugp al el(tdri‘g durch Swer st of f mangel beei nfluBt wird, auf elnem Subst rat” (5)
ety Ghikipi! sr a0 8l BA BRI b Absh? basiand- kranamgl< xejdanpf ke Teilcher-—
auf..dem Substrat (5) durch 9 ' Ver wendung el ner - Abschei.dungsquel |l e (2) aus.
el Ner ne.e0 MAbE mNRB6Hihcd WA BIRINY MmN ts@ifl X fifh attaidd 1 caflobeatn obpelaa, und .
n S_auaikﬂéaivirbartbﬁﬂdsma’iieprﬂ@feddy&nltgenerhlﬁrdwn ent sprechenden Abschel dun _
iim dusgebi | det wi rd durch das Bestrahlen ‘des Substrats (5) mt einern -~
f st-chithofehQuinl , dessen IntensitAt-nmit der Zelt-varliert wird whrend
_ “-ver danpt t en. Tellchen sich atif dern Substrat (5) .'45: abschel deni'
um den Al tlpeP dtendssion Birer Il & Atees esn when o\ Piras serdsrier e whae By BhmBnd pooer . -
der " SauerstunbaE pash spfistying r@anggs of 88 mddP atb4 B o respastinelieh 7 +ER(A 15 8t 50. .
Ver fahr éHmH%{dr'?'°“ Aﬂ%‘]??&éwgiﬁ UWHBSEI AW iy %’Pr@}?g't‘]’"é‘]'ils"“&ﬂﬁséﬁa Pﬁb‘zlsdﬁeﬁ%]uel l e

nnt i ber bar en Evakul. ef f ni-t t.ei.n.
ot K refos 18 mﬂggﬁr 185t i SOkine SRS R P ey
'_onenque e VO af t kat hodentyp erzeu w rd quells mt ol nern .Dr.uck:.
12, 2 Ver f ahren nach Anspr uch 1, . wobel Sauer stoffgas -
.’"eﬁ"esnf&g‘rénoaf'd 3 bis 1,11Pe (1,7 x 1 0- 5 bIS 8 3 X 10 3. Torr)~
€8t o ul%hrchrlgg)n@tl?&gan&ﬁgg §|Jangeof-25rs +2, S "C 1111117 L
1105 Ver f ahren nach Anspruch 1, wobel der® . -
1€ naa.whbthehr rncdac@aanea wionam erlsJ WhefeinZ &ATithin\iini dbtaifioels Bbrhposéd eila compound .
i'-oxldehavmgacompdsﬁﬁiladungsspannung von 0 5 kV hi's 10 kV betrl eben
i : ST Verfahren nach: Ansp_r; ich
-',mbelﬂmcai@n@n&trahl durch eI n' Beschl eunl gungspdt ential -ven ‘50 V. bl S..
- kV beschl eunigt wird. , . Verfahr en nagh .

"War?Fend der, Abschei dung der verdarrpften Tel | chen darauf ervvarm vm rd
_ Patentansprliche .

1. “, Verfahren Zum Herstellen eines dlnnen Supralelterﬂlms zusammengeseizt aus zusammengeseiziem
- "Oxid, dessen -Supraleitung durch Sauerstoffmange! beeinfluBt wird, auf einem.Substrat (5) durch
_ physikalische Dampfabscheidungstechnik, wobei verdampfte Teilchen auf dem Substrat (5) durch
"+ Merwendung einer Abscheidungsqguelle (2) aus einem entsprechenden zusammengesstzten Oxid abge-
.. schieden werden, und ein Sauerstoffkonzentrationsgradient in einem entsprechenden Abscheidungsfilm
- - ausgebildet wird durch das Bestrahlen des Substrats (5) mit einem Sauerstoffionensirahl, dessen
~ .Intensitdt mit der Zeit variiert wird wihrend die verdampften Teilchen sich auf. dem Substrat (5)

- abscheiden; um den Abscheidungsfilm auszubilden.

"2, Vettahren nach Anspruch 1, wobei der Sauerstoffionenstrah! aus O- undioder Oz-lonen zusammange-'
setzt ist.

50 3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der lonenstrahl durch eine tonenquelle erzeugt wird, die mit getrennt
: entiserbaren Evakuiermitteln versehen ist:

.. 4. “Verfahren nach Anspruch 1, wobel der lonenstrahl durch eine lonenquelle - ‘vom, Kaltkathodentyp erzeugt
L wird. : _

' .::.,5_._:. Verfahren nach Anspruch 1, wobei Sauerstoffgas durch eing Ionenquene mrt einem Druck von. 227 X.
1073 bis 1,11 Pa (1,7'x 10~5 bis 8 3 x 10“3 Torr) flleBt
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10 9 Ver.f.ahren nach Anspruch 1, wobel die phy5| kal i sche Da

n-ei ner Atnosphare durchge-. fUhrt wird, die.Sauerstoffgag u“mﬂ iﬁ?rj] ”ﬂ“‘g

artlal druck von 1,33;x 10- bis épaggfgsggw X -10-. bi s.-1,

ef 1.....1D.. Verfahren nach Anspruch 1, vvobel das Substrat ein . .
: 1;’nkf|stall aus' MyO. oder. SrTiGa it. . . ,75 .11. Verfahren hach Anspruch
0, -wob@&l - \Girfehrerenadh ipsprush 1] wbtiet Herriormotrail | daesh: e(neompncﬁuaeereeuatauirdadnmd siben]
bgeschl eeﬁ!ﬂadumsalmﬂu"qzon%’F\flah‘r@fvmuiebﬁﬂmgpruch 10, = wobel: di'e’ ver-cdanpft-emn
" Telt'chen -auf einer (11 | QEpene des Einkristalls 20 - abgeschi eden werden;
“135NVer £ &hr \GatieirRcnAaseruGh: @be'\ﬂe'b'e'reﬂﬁ@w %Wh&ht@?&‘é‘%ﬂ%ﬂ@ﬂﬁ?ﬂ“ﬁﬁvam‘éo ¥pisdmh
z1s arfrengdVehesghiopnighuirg: - . zusanmengesetzt ist,. das.eine.

ST ag Bt A Sl RS e o
er.: Gruppe é"?r (Té’ %’S/ efichRe aé Egadimmy |st ein Element 8 fari-ein.

El emgpt gst .?aéh P SRl bl B RELGHAN O psorys e |
R e b e @Ef:%x o ,__,66§p1af&b?;f§eger;;;;_._
- Gruppe au§,g h ,t _| Do 1"b-
und Vil uppe des Perodensystems en Atl, x e i....Mon: ~.,n tm.

Lo A0 VorfaRerhibh Abprich £ wobdh bes!Shbetidesh ERRENLLS VRO dderlsrfioxisS 0,9 er | fI L.

n_d y;sund z entsprechende Atom/erhaltnl sse in Bezug, auf das

nd dI,, abgeschnedénaedae'relche von 0,4 S y s’ 3 0 und 1 'Sz S 5-erfUlen.

gj;?.‘f?-... . abgesghleden werden- ahr en nach Anspr uch 13, vvobel der ‘erhal tene dUnn'-
Fi-Tm-aus _-el nem zusarme esetzten - zusarmen esetzt i'st, das eine-
:Zusan’r néﬁs\@{'i'ﬁ?{g“% Pel d8, PE‘ ‘98? QU'ESJPI rj'ﬁ‘ ?Pé?"“’“gssm" °"""1
-, LnB&2 A EammengRgetat ist, qaéﬁ'r“? LR MaTsetzye cyiveisty, ?I yich gle igpmefpe i ¥ ens ein
___I.'-erre t st(e c@s aus ehner G uppe ausgew hi t iist, die‘Y, La, Nd, Sm- -Euji+
& I5y Ho, Eal")" mund Yb enthilt und x eine Zahl Ist di e den Bereich von

0 < x'< 1 ghkddidht: wik in ¥&' § 3Gt &N eRABR Qfah'%t]s 'y Gmella dey Pﬁ"’o@ﬁik}sﬁnﬁ

dll nne Fi Ia&mmﬁsn%m Elhonl B REOSS BlormbiR Stehtt bsh aus d@5Grup5dJﬁ§mﬁé}ﬁ§&§)zs§enis5t
Ne . Z4SguRERI5tUnd GRCEISMENIYE HiF bin Elbinf Mhsfaaéia@ oftel CRIPRY duSgolwBKITTEY. die die...

- 1b=, Tib-, Hib~{ b-2Un¥ Mila)GRlppé Mes HeRétensyStaris &ty dil Atoinverttheiis Mdnf4 in BBﬁth.d
St st eht Uil (X + €8) BEundadah Boreich vahi 021 <18 08akaN,uAd Y @R Hertispreciiende Atomverhififlsse
FEULL L 16 Begrastibeschtommambitnnep (a1 G, Bind,woil eém dwenmdmtvhﬂndancbls PIrie uhil . AU
L nem zusadmaetgeme'bnzo,eﬁ Y& Gurdusensie afflieret zt | st das el'ne Zusammensetzung
f wei-st,. die durch die allgenelne Farnmel 6--.; . 6 94(" 1-gCaq) mCUnQpzy...
T epr @8 e arfahver nath Anppruphr13Gwotier deertiatiane dfitnesikrheus elmemc;us@rm@whmen eidn
BT st undzusammqnggatzgstecﬁes sing&ysgmprptiselzung aufweigtdle HUTZBEM eigengginecforagle | "ewei 178
"dle Berel c&e von 6 S mS 10 und 4 5 n S 8 erfwllen p=- 13 EP 0 292 968

_ Ba@c“” - o (6 m+ n), q Cl ne'-é;
:DJ' sty re| chy u ndr
geresten P iy s e e i 36 e
der - erhal t. anne- ErTmaus e nem sar nenges et am*rengesetzt o

ist, das élne tZusarrrrensetzung von B| 4 Sr4 Ca4 Cur 020+ *

.18, Verfahren nach Anspruch 13, wobei der erhaltene dlnne Film aus einem zusammengesetzten Oxid :
.45 . zusammengesetzt ist, das eine Zusammensetzung aufwelst, die durch die aligemeine Formel

(La1 - xMx)z CUOQ.

- _' ‘reprisentiert wird, in der M flr Ba oder Sr steht und x eine Zahli ist, dle den Bereich von 0 < x < 1"
eritiit,

~ " 16. Verfahren nach Anspruch 1, wobel der erhaltene dlinne Film aus einem ‘zusammengesetzien Oxid
: _zusammengesetzt |st das eme Zusammensetzung aufweust die durch die allgemeine Formel

8s (&1- qcaq)mcunop+ v |

o - ...rOprasentiert wird, in der ¢ flir Bi oder Tl steht, & flir Sr steht, _wenn_..'b "B_i_:_is,’_c_ und & flir Ba steht, wenn = = = ... ..
6Tl ist, m und n Zahlen sind, die jewsils die Bereiche von 8 £ m's 10 und 4 < n < 8 erflllen, p=-
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Illl: I;I.:I . 1 " _i I I.I

s L ‘?.‘-* e 4*""" "”"“" ""””"

;Cé4°'096f$++29ﬂn“’115 auf wel st | en Beoref
n- 151 Vémah + Z@e&';ial %1% Rgvedgdr ggttsl ogqsm"l:_é!é | | MLt Hode d%‘@' .
Sparth Veehian saeh Aasaruen 16iwebsl dar erbalsren diorel éﬁ?eﬂwl&gpma‘w

anfiosi,t BUsgrImengesqizt ish daspine ZupanmaansRZYBGYRGuct | Vit 6 est -infl uencée par-le

& d sur un substrat (5) ‘par, une-technique physi que: de- d6p8t-
apeuP"é%/rg?ﬁﬁg) &*tans | aquelle les particules Bvapor 6es sont  dép: ostes

i Lol LusuRSh Rl R 287l /bl BGHLPR, NS oS CC (2) doo dEpst _dyun
(de..conp COrres ui gradient de ta . .
n‘e[.gérjfaﬂﬁn eﬁﬁt)é% REE 1$%§en Waf‘erhﬁt@n@&ﬁmgg flrﬁl% elngrﬁ3 ausammg M

sa&\rne.rh SekzuAy @ UN Tai sceaudions.oxygne t on
I'ntensit6 dans |a tenps, cependant quo les

ul: &EB&V;&I@Q{OQ@ﬁ so d6posent sur .| edr 1. subst rat (5) pour forner il adite.
de d~p8t . .22 Methode salonla'
artrfwam ldderdamazhmq:udlelden Bedcﬁvonedayse-ewmnletons oxygbne eat: corrpos

50 L. 30- etou2:. ;;; {r -;- < |z } | > -
Weﬁdlcaﬂm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~I I tpr~he ou". e ,'r & M t hode :

I n der_r'elne Zahl Ist

a-revendi cation. ‘dans. lquelle" ledit i fasceau d'ions: est
. d’ur 1- Mwm?ed%mortd' 'l?rf‘é’“‘?PB H'P'@ed’elfHP oy W@P@B(S’é‘l‘tq‘lfdecfemﬂ‘fsﬁ‘v“s‘ous :
; ] R dogt [asuRraepppuct ‘;ﬂ\/ gﬂ % "a‘l"&ém"!gé"%ﬁ"’ ""f“bﬂgﬁﬁ(g?ﬁ’é 1 on:lai:
°1thq%g§sd' | "ﬁ ‘611"' 8 %‘e PRt ume::
S | Sur NSt (2) de. dép :['h Na.
°§Eﬁ" s S e 'fdﬁ?s.,%'& @ﬁf’g '°'§c%lf"§?f§§ éif'y R
2.2 inte ‘lete cl.:
{, nner fte Eou e%e)ﬁé

(aﬁﬁlﬁégo <§£§B€£§&s ,
) "I a revendl cation 1, dans I aquel le ledit faisceau d i ons est pr OdUI t

ung: m%&‘eesdibnl 19 Psverii¢htion S Hard 1dg8olle edt Q&iéﬁbﬁﬁd‘nﬁnslﬁi@gé*n@ R&t! déﬁup&i;b Qﬂ&rfs iglue- d 0
har geetturmt i se entre 0,5 kV et 10 kV. -:"46" .7 ;Mithode. solon Ta:.
ehidi.cation. 1, dans Iaquelle Ied|t far sceau d' |ons est acc6l Frd sous un

WPET at ur e« conpt i se entre 230 et 1410 C penrdant--'::r-' p ;
t Méthedp gslontla tovandication Aqrisnelaguelisledit fa'gceawphﬁ)ﬁﬁ@ﬂw werawemd lonsat i ot
_.E?Id&&YBéFﬂt@d?@'éR:let phy5|que en phase vapour:-est ' ‘effectud. dens:zur
conten nt de atlo 1 gene a_é?'u’ég 2%2%&3-”3 pressron artlerlcge |
gormpris e

0, wgf%%ém%efrsr?" r%r“rrm'rra @fg ?by ti‘“ R X G g e r?y 3??*{ (%8% Pat est -
fionocti stal do My0 ou-de SriGa. 11. Mt hode soI on |a revendication 10, =
ans_ léq%lhp& é&j IJ)l%(rgnhﬁ&Hoﬁﬁ &K?Meﬁ?ﬁdf@%ea&d‘roﬂ?é&t ProacitHar HHY £Lr@é‘d‘lons (001). -

i service -3 'une tension- électrique de-décharge comprise enire 0,5 kV et 10 kV

Méthode selon la revendlc”aﬂon 1, dans laquelle ledit faisceau d'ions est: accéléré sous un. potentlel- R
L d'acoélératron comptis.entre 50 volits ot 40 kV. . :

: .’ Méthode selon la revendication 1, dans laquelle ledit substrat est chauffé jusqu'a une température
comprise entre 230 ot 1410 Cc pendant le dépbt, sur ce substrat, des partlcules évaporées

! Méthode selon la’ revendrcatron 1, dans aquelle le dépdt physique en phase vapeur ost eﬁectué dans:
" une :atmosphére contenant de l'oxygdne gazeux ayant:une pression partrelle compnse entre 1 33 X
“10"% ot 1,33 Pa (10x10‘8é1.0x10‘2Torr) .

' _.Méthode selon la revendrcatlon 1, dans laquelle’ ledlt substrat estun monocnstal de MgO ou. de SrTlOa :

' '_;?:_Méthode selon fa revendlcatron 10 dans laquelle les partlcules évaporées sont déposées sur un plan '
';-,' .(001) dudit monocristal. ' a Ch oy S
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enue_:_f,so corrppos Wiu oxyde 5 conp03| te ayant une COPmOSI tl on repr 6$en1-~
formul e~gbné6r al e:-. (a| -/ ~hYQz . - , .
12. [Méthgden eoldincle urvbidication r1@pdags izavetie ies paiGing révapemﬁ son '@ﬁapﬁeet s_u on olap
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b &l ’?!E’?"’B@Bﬁei’ﬂ@ '96 “ |‘°6 ughg mince joptenye)| spjgompgse, duR. °’(YF’?I,
iR gyant upe Foseosition;rereés _ “'39%5\§ﬁ|°que ente . t(a+) et
ans u amne rdpondant : &Iarelatlon 0,1 :9 xi’ SAO 9;"
""eﬁ?‘ ’%ﬁ" rapports ator ni quos respectlfe par rapport au rappor

UE. (i | 0 s Lb élém% cﬁ&é?%gl?e[ oy .én b, pcrgaéél%’%
4
n Eﬁ» R riodig -{ ChO]s'S‘j t

éﬁ.ehteraeg?o S e o ke W adi e
ouc he n: q sQ Qm%pon%nﬁm&ﬁﬁﬁ (&'ﬂ- A)¢ ¥l Gtu&@%%ﬁé é?m&\/@wndéﬁ{‘@la relation.” ¢
OTPeSs ti QY z&pnse@taa, Bt rephéBontont B34 Bp RS Blomlqlss  réSbebiiiéSpat Craisor ol rBlpBR "
'aqu_el =1 - . bmiidp 146 £/ 1S, quel rmmmoﬁhﬁraam 1cdﬁe¢saiomdueﬂmmt%%mnmv Onant

"'Ndssﬂm SAxis, respyctiventdat. Er, Tm et Yb, st X eset.. un nonbre.’
l sant la relatoion 0-<,x < 1. '125. M ~t hode sel on la. '
ndi ‘thtMéthedd Sslonda rerendigation 13, daisdetivelle lmme mingecabtendst 9TOMPese dlyojop L
"un - oxyd@mmwm@"ﬂmm&@"(femﬁwﬁnaohf%@weg@\éra"iSen e, par la. forrrul___e N
I: (Lal - Mkl v, 2CPO4 so. dane’ Iaquol le M represente Ba ou “Sr - -
: u@-. AM%P@%'&US]‘ asanvt la. rslation, 0 <x< 1. 7:-1 6j Mt hode ‘solon:"

r.evendi‘cat i on e Ia uel ite couche i nce - obten'a? ‘f ose

o o R A s

p'rgs%]tﬁéﬂgﬁe gﬁqg re@aJdBWﬁ? Q!Lr% uelEtladitg QJu erE\L& c%%n eaééacgtqH&F d'un’ oicya? | """ :

eent o gl iSSP Hacun are
m:6 10 e poi 'So &g' reH@ ---~ospct|errent p =61l my U
), g~ est-(w;u xMQgﬂjg;e satsfaisant-la relaton' 0 .< q, <.1, et r est ..
-hanbr e--..-. -: .. . satisfaisant la rel atlon -2 S rS.+ 2. ._17.-;5*"

MHt hasle3 :‘dahaaqublameap&@dﬁe:wom 6L & pst@in RGmBré spsthibent |hwht|broe <|9&H i cuI S mi _nco
bt'enue so conpose d'un oxyde conposite:ayant’ pour conpositiaon:: 45., . .ii:
Bi- 4Sr4MRNERwdOpdldn, la Faysnvication da dans lizoalie ladite couette: rince vbieinecso Sampash aluaaxudel an
€l at'i on: -emgpsite @ni-laZomposition est reprégedtée par la Rtmulecgdusralel on - |:a - revendt cati.on;
-._-:--':dane l.aquel | e |l adi'te pellicul.e nince’ obt enuer - so- corrpose cd un; =
xy.dés confe@i-weeabPiPe+-pour conposi tion: TI 4. Ba4ChCaGus 020+, T

- ,d.ane I aqdu5| |l r eset. un nombre satlefalsant la relation !-2&r S 2
ans laquelle ¢ représente Bi ou TI; ¢ représente Sr quand ¢ représente Bi et représente Ba quand [

" représente TI; n et m sont des nombres satisfaisant chacun 2 la relation 6 Sm S 10et4sn<de, . |
it pOSPOCHivOMENt, p- =-(6 '+ -m +n);-q-ost-un-nombre- sattsfalsant la relatlon 0<-g<1, et r-est un nombre e il
7 <40 . satisfaisant la relation -2 S r< +2. '

1

-+ 17, Méthode  selon la revendication 18, dans !aquelle Jadite: pellicule mince obtenue '§@ COMPOSe - d'un
- oxyde composite ayant pour composition :

- 45 ';:Bi‘sr“ca"cmoznh

" - formule dans Iaquélle r est un nombre satisfaisant la'relaﬂon 23rs +2.

18. Méthode selon la revendication: 16, dans laquelle ladite pellicule mince obtenua 88 oompose d'un
.50 oxyde composite ayant pour composnion

- Tl Bas CaCug an,+y

-~ dans laquelle r est un nombre satisfalsant la relation -2 S r < +2,
. ..86 ’ ) ) : L
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